KARZANOV Alexeï







Logique 1ère année

GOUBARD Jean-Etienne






   TP 10 deuxième semestre

LE TRANSISTOR MOS

I – CARACTERISTIQUES

1-1 : Montage

· Quelle est l’image de ids ?
 A la grille, le courant est quasiment nul ( tout le courant du drain passe à la source ( Uy=10.ids
Uy est donc proportionnel à ids, Uy est donc l’image de ids.

· Valeur de idsmax et de Uy pour u=2max=12 V :

A U2max=12 V, T est saturé et a une résistance de 250  ( idsmax=U2max/(10+250+1000)=9,51 mA environ.
Uymax=idsmax.10=95,1 mV

· Correspondance entre Ux1 et Uds :

Ux1=10.ids+Uds#Uds     (car 10.ids=0,1 V << 1 V=Uds)

1-2 : Caractéristique ids=f(Uds).


1-3 : Caractéristique ids=f(Ugs).

Pour U2=10 :  U2=Uds+ids.(1000+10) ( ids=-Uds/1010+U2/1010

Le seuil Vt est égal à 1 Volts (Ugs en dessous de laquelle ids est quasi constant)

1-3 : Caractéristique ids=f(Ugs).




Lorsque U3<0, le courant passe dans la diode qui se situe en fait entre les pattes G et S du MOS.
Les capacités de protection de circuit du même nom sont limités par la tension de claquage de la diode.

II – RESISTANCE INTEGREE



Il y a une non-linéarité courant-tension, la résistance du circuit diminue lorsque le courant augmente.

III – INVERSEUR N-MOS

1-1 : Caractéristique US=f(UE).




La porte est bloquée pour UE < tension de seuil ( pas de courant entre D et S.
Si UE > seuil, il y a basculement du transistor qui fonctionne alors en saturation (Us faible)
UE ou US à 12 V correspond au niveau logique 1.
UE ou US à 0 V correspond au niveau logique 0.
D’ou le nom de porte inverseuse car Us est à 1 lorsque UE est à 0, est vice versa.
Le seuil de basculement est d’à-peu-près 5 V.

1-2 : Caractéristiques dynamiques.

· Débit sur charge capacitive:


Temps de montée (=(temps mis pour atteindre 95%)/3) : 0,4 s

Temps de descente : 0.08s
Constante de temps à la charge : =RC=0,4 s ( C=/R=0,4.10-6/104=40pF

Us à saturation = 0,3 V

U2=US+104.i avec i=US/Rds ( Rds=104/(U2/US-1)=256 

· Capacité d’entrée:


Avec une fréquence plus élevée :

Plus la fréquence est grand et plus le temps de montée est élevé.

Pour 100kHz : s (C2=46 pF

Ce=C2-C1=46-40=6 pF

IV – INVERSEUR C-MOS
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